
  2 فيزيك

جا كه با حركـت در جهـت ميـدان الكتريكـي فـارغ از نـوع بـار، پتانسـيل          ـ از آن» 1«گزينه  -1
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جايي بار الكتريكي مثبـت در جهـت ميـدان انـرژي پتانسـيل الكتريكـي آن        با جابههمچنين 
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  الكتريكي ـ پتانسيل الكتريكي) (متوسط) انرژي پتانسيلـ ياب) (الكتريسيته ساكن  ل(فض

  

شود با تماس  جا كه بار الكتريكي روي سطح خارجي جسم رسانا توزيع مي ـ از آن» 3«گزينه  -3

Aدو كره با يكديگر تمام مجموع بار دو كره Bq q C+ = − = µ6 2 روي سـطح خـارجي   4

B توزيع شده و كره A .بدون بار خواهد بود     

  ) (متوسط)ـ توزيع بار الكتريكي در رساناياب) (الكتريسيته ساكن  (فضل
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  يابد. درصد كاهش مي 30بنابراين انرژي ذخيره شده در خازن 
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Iدانيم سطح محصور بين نمودار ـ مي» 3«گزينه  -10 t−  و محور زمان برابر بار شارش شـده در
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  كنند و عبارت غلط است. ها  را برحسب آمپر ساعت بيان مي الف) ظرفيت باتري  

  ب) درست است.

  ج) درست است.
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Vت است. بنابراين كافي است از رابطهول 20و  10ترتيب برابر 
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  )متوسط) (جريان الكتريكي و مدارهاي مستقيم مقاومت الكتريكي و قانون اهم) ((كنكور سراسري
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ـ در دماي ثابت، مقاومت الكتريكي يك رسانا مستقل از ولتاژ دو سـر آن و شـدت   » 3«گزينه  -14

  جريان عبوري از آن است.
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  آوريم: يدست م را به Bپس از تماس با كره  Aـ ابتدا بار كره » 3«گزينه  -17
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  ها پس از اتصال بار كره 

  آوريم: دست مي سپس به كمك تعريف چگالي سطحي بار، اندازه كاهش آن را به
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  )متوسط) (ـ چگالي سطحي بار الكتريكي) (الكتريسيته ساكن ياب (فضل

  

  ـ با كمك رابطه انرژي ذخيره شده در خازن داريم:» 4«گزينه  -19
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  )متوسط) (انرژي ذخيره شده در خازنـ ) (الكتريسيته ساكن ياب (فضل

  

Bباشد داريـم  جا كه چگالي سطحي نقاط نوك تيز بزرگتر مي ـ از آن» 3«گزينه  -20 Aσ < σ و

   تانسيل در تمام نقاط آن برابر است.رسد پ چون جسم رسانا به تعادل الكترواستاتيكي مي
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